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1. DATOS GENERALES

1.1. Facultad: Ingenieria Industrial Sistema e Informética
1.2. Carrera: Ingenieria Electronica
1.3. Docente: MSC Ing. Fernando Lopez Aramburu

1.4. Modalidad : Presencial

Carrera Competencia Criterio Nivel de logro

Modela el

comportamiento
y operacion de
los dispositivos

Analiza, disefia, simula,
implementa y optimiza,
tanto circuitos como Aplicacion y control de

. L ) . semiconductores,
sistemas electronicos dispositivos .
.. . asociados a
con aplicaciones en el | electrénicos .
) aplicaciones de
procesamiento de .
o 5 circuitos
Ingenieria sefales. .
. electronicos
Electronica L
basicos.
Analiza y propone Modela circuitos
soluciones consistemas con

L Andlisisy propuestade .
de comunicaciéon y . semiconductores
soluciones con

transmision de datos,y | . . como
, . circuitos de
evalla tendencias . fundamento de
comunicaciones y

tecnolégicas en el L, equipos de

L transmisién de datos .
ambito de las comunicacion de
telecomunicaciones. datos.

2. FUNDAMENTACION
Eldesarrollo de la asignatura permitira al estudiante conocer el principio de funcionamiento
interno, el andlisis y el disefio de las configuraciones basicas con diodos y transistores,
incidiendo enlaoperacion de los dispositivos y su polarizacion, asimismo, el andlisis en baja
sefal y respuesta en frecuencia para una amplificacion de baja potencia, los cuales
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constituyen los fundamentos en electrénica para el disefio de circuitos analogos en los
diferentes campos de la electronica.

3. SUMILLA
El curso inicia con los fundamentos de los semiconductores, el dopaje y mecanismo de
conduccion, asimismo, entiende del diodo semiconductor, andlisis y aplicacionesde
circuitos con diodos, filtros y reguladores, asimismo, el transistor bipolar y de efecto de
campo. Se analiza el comportamiento de los transistores en pequefia sefial, amplificador
Multietapa, amplificador operacional y configuraciones notables.

4. LOGROS DE APRENDIZAJE
a) Elalumno analizay comprende de los materiales semiconductores, suimportanciaen
los dispositivos electronicos y sus configuraciones comunes.
b) Elalumno analiza en implementa circuitos amplificadores béasicos.

5. UNIDADES Y LOGROS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE
Unidad de aprendizaje 1:
Fundamentos de los dispositivos electronicos

Semanas 1,2,3,4 ,5,6

Logro especifico de aprendizaje
Analiza los fundamentos de los dispositivos electrénicos en base a los materiales
semiconductores.

Temario:
o Materiales Semiconductores
o Resistividad y conductividad en semiconductores.
o Mecanismos de conduccion de semiconductores
o El diodo de juntura PN
° Circuitos equivalentes del diodo
Unidad de aprendizaje 2: Semanas 7,8,9,10,11,12, 13

Circuitos con diodos y estudio de transistores
bipolares y unipolares
Logro especifico de aprendizaje
Analizar los circuitos en base al funcionamiento de los diodos asi como el estudio de los
transistores bipolares.
Temario
e Circuitos de rectificacion con diodos
e Filtros yreguladores
e Transistor Bipolar
e Transistor Metal oxido semiconductor

Unidad de aprendizaje 3
Configuracionesymodelosenbajasefialy | Sémanas: 14,15,16,17
frecuencia del transistor bipolar
Logro especifico de aprendizaje,
Analiza y aplica los dispositivos electronicos para las configuraciones béasicas de
amplificacion en baja sefial y baja frecuencia.




Temario

Amplificador Multietapa
Amplificador Cascode
Amplificador Darlington
Amplificadores Operacionales.
METODOLOGIA

Andlisis de transistor en baja sefial y frecuencia

El curso se realiza desde el enfoque tedrico y practico. El enfoque tedrico
comprende actividades individuales (exposicion, explicacion y solucion de
problemas), promoviendo la participacion activa de los estudiantes a travées del
didlogo permanente, a fin de consolidar el aprendizaje de los temas.

El enfoque practico se desarrolla por medio de experiencias en el laboratorio con
la ayuda de instrumentos y el uso de componentes 0 modulos que permiten
realizar lademostracion de los temas tratados.

Los principios de aprendizaje que se promueveneneste curso son:

Aprendizaje autbnomo.
Aprendizaje basado en evidencia.
Aprendizaje colaborativo.

SISTEMA DE EVALUACION

ponderaciones Unidades Didacticas
Variable
Pond 1 - pond 2 Denominadas"M’édqu",eIcuaIeICicIoAcadémico
Eval conocimientos 30% 209 |Conforman 4 Modulos
Eval. Productos 35% 40%
Eval desempefio 35% 40%
FUENTES DE
INFORMACION
Fuentes de consulta
obligatoria:

e ROBERTL.BOYLESTAD. Teoria de circuitos. Edicion 2012
¢ THOMAS FLOYD. Dispositivos Electronicos. Octava Edicién
e C.J. Savant Jr.; Martin S. Roden ; Gordon L. Carpenter. Disefio electronico.

Edicion 3. Espafa Addison Wesley

2000. Paginas 1020

e José Espi Lopez ; Gustavo Camps Valls ; Jordi Mufioz Mari Electrénica
Analdgica 2006 Espafia Prentice Hall 2006 Paginas 352

e GbOmez Gomez Manuel, Electronica General Espafia Editorial Alfaomega-Ra-
Ma Edicion Afo 2007, Paginas 344.

¢ Hilario caballero Simulacién y electrénica. Espafia. Ra-Ma. Edicién 2006.

Paginas 552

e Castro Gil Adolfo; Perez Martinez, Julio, Analdgica. Practicas y problema.
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Fuentes de consulta opcional:

e MSC. Ing. Lépez Aramburu Fernando Teoria de circuitos electrénicos |
Edicion 8. Pera-Lima. Ciencias 2015. Paginas. 700

Bibliografia electrénica:
e http://Iwww.electronica2000.com
e http://www.pablin.com.ar/electron
e http://www.unicrom.com
e http://www.electronicafacil.net
e http:/lelectronicacompleta.com

9. CRONOGRAMA DEACTIVIDADES
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Unidad de Actividades y
. Semanas Tema .
aprendizaje Evaluaciones
Materiales eléctricos,
materiales Semiconductores,
bandas de energia en Silicio,
equilibrio térmico, | Realizaremos mediante
1 portadores, concentracion | exposicion los
de portadores en | fundamentos de los
semiconductores intrinsecos. | dispositivos electronicos.
Adulteracion de
semiconductores, dopaje
tipo N y tipo P.
Generacion y recombinacion . .
Realizaremos mediante
de portadores o
; .. | exposicion los
2 Mecanismos de conduccion
. fundamentos de los
desemiconductores-arrastre | . " L
_ difusion dispositivos electronicos.
Unidad 01: y : _ .
Fundamentos de Realizaremos ejemplosy
los dispositivos 3 Resistividad y conductividad | €€rcicios basicos de los
electrénicos en semiconductores. temas desarrollados.
Realizaremos ejemplos y
Juntura semiconductora, ejercicios basicos de los
4 electrostatica de juntura temas desarrollados.
perfiles de dopaje idealizado.
El diodo de juntura PN, . .
. Jun Practica Calificada 01
5 Ecuacion del diodo, curvas
caracteristica del diodo,
. . Realizaremos ejemplosy
Diodos especiales, zener, N .
6 ejercicios basicos de los
led, aplicaciones. temas desarrollados.
Laboratorio Dirigido 01
Circuitos equivalentes del | Realizaremos ejemplosy
diodo, polarizacion, circuitos | ejercicios bésicos de los
7 de conmutacion, limitadores | temas desarrollados.
y enclavadores de tension. | Practica Calificada 02
Circuitosderectificacion con
diodos, rectificadores de Realizaremos ejemplosy
Unidad 02: 8 media onda y onda ejercicios basicos de los
Circuitos con completa, cdlculodevalores | temas desarrollados.
diodos y estudio medioy eficaz, factor de
de transistores rizado.
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Filtros y reguladores, filtroa | Realizaremos ejemplosy

condensador, calculo de ejercicios basicos de los

bipolares y
unipolares
9 condensador y parametros temas desarrollados.

del filtro. Aplicaciones
Laboratorio Dirigido 02

Ejercicios con circuitos con
diodos y rectificadores y

10 filtros. Analisis del disefio de Practica Calificada 03
una Fuente DC
El Transistor Bipolar,
formacion y criterio de Realizaremos ejemplos y
funcionamiento, métodos de | ejercicios bdsicos de los
polarizacidn comparacién temas desarrollados.
11 . ,
entre diferentes métodos.
Rectasdecargaencontinua
y alterna. Aplicaciones
Realizaremos ejemplos y
Aplicaciones y ejercicios del | ejercicios bdsicos de los
transistor bipolar. temas desarrollados.
12
Laboratorio Dirigido 03
Transistor Metal oxido
13 semiconductor — MOSFET Practica Calificada 04

Zonas de funcionamiento,

aplicaciones
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Analisis en pequeia sefial
del

Realizaremos ejemplos y

14 transistor bipolar. Modelo de | ejercicios bdsicos de los
pardmetros hibridos. Calculo | temas desarrollados.
de ganancias.

Aplicaciones del Transistor
bipolar utilizando los
modelos para pequeiia
sefial. Calculo de Realizaremos ejemplos y
Impedancias de entrada y ejercicios basicos de los
15 Salida. temas desarrollados.
Unidad 03: Laboratorio Dirigido 04
Andlisis y
modelos en baja
sefial y
frecuencia del _ :
transistor Amplificador Multietapa.
bipolar Andlisis y configuraciones ) -

16 notables. Amplificador Practica Calificada 05
Cascode
El amplificador Darlington — | Realizaremos ejemplos y

17 Introduccion al OPAM ejercicios basicos de los
Analisis y configuracién temas desarrollados
basica Laboratorio Dirigido 05

Semana 18 | EXAMEN FINAL




